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Abstract (Basic): DE 10221857 Al 

NOVELTY - Process for applying a semiconductor chip (9) on a 
thermal and/or electrically conducting connecting part (12) arranged in 
or on a plastic housing body (5) comprises using a soft soldering 
process. 

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the 
following: 

(1) Optoelectronic semiconductor component; and 

(2) Process for the production of the optoelectronic semiconductor 
component. 

USE - Used in the production of an optoelectronic semiconductor 
component. 

ADVANTAGE - Damage to the plastic housing body is avoided. 
DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross-section 
through an optoelectronic semiconductor component. 
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© Verfahren zum Befestigen eines Halbleiterchips in einem Kunststoffgehausekorper, optoelektronisches 
Halbleiterbauelement und Verfahren zu dessen Herstellung 

® Ein Strahlung aussendender oder empfangender Halb- 
leiterchip 9 wird zum Montieren auf einen Leadframe 2, 
der mit einem vorgefertigten Kunststoffgehausekorper 5, 
einem sogenannten premolded package, umspritzt ist, 
weichgelotet. Durch die Verwendung eines niedrig 
schmelzenden Lots 3, das in einer Schichtdicke kleiner als 
10 pm aufgebracht wird, lafct sich der Lotvorgang weitest- 
gehend ohne thermische Schadigung des Kunststoffge- f 
hausekorpers 5 durchfuhren. 

-21 





r 




) \ 





in 
oo 

CM 
CM 



UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 10.03 103 480/505/1 



2 



DE 102 21 857 A 1 



l 

Beschreibung 

[0001] Die ( ,Erfindung betrifft ein Verfahren gemaB dem 
OberbegrifF des Patentanspruches 1 und ein optoelektroni- 
sches Halbleiterbauelement gemaB dem OberbegrifF des Pa- 
tentanspruches 16. Weiterhin betrifft sie ein Verfahren zum 
Herstellen eines solchen optoelektronischen Halbleiterbau- 
elements. 

[0002] Strahlung aussendende und/oder empfangende 
Halbleiterchips werden auf sogenannten vorgehausten 
Leadframes, bei denen ein Chipmontagebereich mit einem 
KunststofFgehausekorper umformt ist (sogenannte premol- 
ded packages), herkommlicherweise mittels eines Klebepro- 
zesses befestigt. 

[0003] Bei den genannten Gehausebauformen werden die 
Halbleiterchips durch Kleben auf den Leadframe aufge- 
bracht, weil dadurch hohe Temperaturen, wie sie bei Lotpro- 
zessen notwendig sind und die das Kunststoffgehause scha- 
digen konnten, vermieden werden. 

[0004] Wegen der insbesondere fur Bauelemente mit ho- 
her elektrischer Leistung erforderlichen sehr guten elektri- 
schen und thermischen Leitfahigkeit des Halbleiterchips mit 
dem Leadframe ware eine metallische Verbindung zwischen 
Chip und AnschluBteil gegeniiber einer Klebverbindung zu 
bevorzugen. Vor allem im Bereich der Hochleistungsleucht- 
dioden ist eine sehr gute Warmeankopplung entscheidend, 
um die eingebrachte Verlustlei stung aus dem Gehause abzu- 
fiihren und gegebenenfalls an externe Warmesenken anzu- 
koppeln. Aus den vorgenannten Griinden der Gefahr einer 
Gehauseschadigung wurde bislang von einer Lotverbindung 
zwischen Leuchtdioden-(LED-)Chip und Leadframe in vor- 
gespritzten KunststofFgehausekorpern abgesehen. 
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu ent- 
wickeln, bei dem ein Halbleiterchip mittels einer metalli- 
schen Verbindung zwischen Chip und AnschluBteil in einem 
KunststofFgehausekorper befestigt werden kann und gleich- 
zeitig die Gefahr einer Beeintrachtigung der Funktionsfa- 
higkeit des KunststofFgehausekdrpers reduziert ist. Femer 
soli ein entsprechendes optoelektronisches Bauelement und 
ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfugung gestellt 
werden. 

[0006] Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Patentanspruches 1, durch ein optoelek- 
tronisches Bauelement mit den Merkmalen des Patentan- 
spruches 16, bzw. durch ein Verfahren mit den Merkmalen 
des Patentanspruches 30 gelost. 

[0007] Durch Verwendung geringer Mengen eines niedrig 
schmelzenden Lotes wird ein zu starkes Aufheizen der Me- 
tallteile, mit denen die VerguBmasse in Kontakt ist, vermie- 
den. Vorzugsweise wird eine Lotschicht verwendet, mit der 
bei Temperaturen zwischen 200 und 260°C gelotet werden 
kann. Durch den Einsatz von Weichloten wird zugleich im 
Gegensatz zur Verwendung von Hartloten eine Verspannung 
des geloteten Chips, die zur Chipschadigung fuhren kann, 
weitgehend vermieden. 

[0008] Als niedrig schmelzendes Weichlot konnen Rein- 
zinn, eine Legierung, deren Hauptbestandteil Zinn ist, oder 
ein Eutektikum aufweisende Legierungen, wie AgSn, CuSn, 
PbSn oder InPb oder eine Mischung aus diesen Legierungen 
eingesetzt werden. Wird als Lot eine Legierung eingesetzt, 
ist es vorteilhaft, die Zusammensetzung der Legierung so zu 
wahlen, daB sie weitestgehend am Eutektikum des jeweili- 
gen Zwei- oder MehrstofFsystems liegt, sodaB ein moglichst 
niedriger Schmelzpunkt der Legierung vorliegt. 
[0009] Vorteilhaft ist das gezielte Abscheiden einer diin- 
nen Schicht auf die zu verlotenden Stellen mit einer Dicke 
zwischen 1 und 10 um. Besonders voneilhaft ist das Ab- 
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scheiden einer Schicht mit einer Dicke zwischen 2 und 
5 um. So kann ein Benetzen der Seitenflachen des LED- 
Chips an der dem Leadframe zugewandten Seite, das bei 
Flip-Chip-Montage (siehe unten) sehr leicht zu einem Kurz- 
5 schluB der aktiven Epitaxieschichtenfolge fuhren wurde, 
verhindert werden. 

[0010] Die dunnen Lotschichten konnen vorzugsweise 
durch herkommliche Verfahren, wie Bedampfen, Sputtern, 
etc. aufgebracht werden. 

10 [0011] Wird das Lot auf den Leadframe aufgebracht, ge- 
schieht dies vorzugsweise vor dem Umformen des Lead- 
frames mit dem KunststofFgehausekorper. 
[0012] Besonders vorteilhaft ist das mehrfache abwech- 
selnde Abscheiden von dunnen Schichten der Einzelkompo- 

15 nenten einer Legierung. Die Gesamtdicke des Schichtenpa- 
kets liegt in diesem Fall wiederum vorteilhafterweise zwi- 
schen 1 und 10 um bzw. zwischen 2 und 5 um. 
[0013] Die Metalle der dunnen Schichten vermischen sich 
aufgrund der jeweils kurzen Diffusionsstrecken zur Nach- 

20 barschicht wahrend des Ixttprozesses. Das schnelle Auf- 
schmelzen des Lots und somit das schnelle Verloten von 
Chip und AnschluBteil haben vorteilhafterweise den Effekt, 
daB der Kunststoffgehausekorper des premolded package 
nur kurz einer erhohten Temperatur ausgesetzt werden muB 

25 und somit in seiner Funktionsfahigkeit weitestgehend nicht 
beeintrachtigt wird. 

[0014] Durch die kurze Lotdauer bei gleichzeitig niedri- 
gen Temperaturen des Lotprozesses ist es folglich moglich, 
LED-Chips auf Leadframes in premolded packages zu ver- 
30 loten, d. h. mit metallischen Verbindungen zwischen Chip 
und AnschluBteil zu versehen. 

[0015] Um beim Aufheizen des Lots die Bildung einer 
Oxidschicht auf dem Lot oder einer der zu verlotenden 
Oberflachen zu verhindern, ist es nach dem Aufbringen des 
35 Lots auf einer zu verlotenden Oberflache vorteilhaft, eine 
diinne Goldschicht auf dem Lot und/oder auf der zu verlo- 
tenden Chipoberflache bzw. der zu verlotenden Leadframe- 
Oberflache aufzubringen. 

[0016] Niedrige Verarbeitungstemperaturen erlauben ein 
40 weitgehend verspannungsfreies Verloten des Chips. 

[0017] Durch das geringe Lotvolumen besteht insbeson- 
dere die Moglichkeit, Chips mit der aktiven Epitaxieschich- 
tenfolge dem AnschluBteil zugewandt zu loten. Diese soge- 
nannte "Flip-Chip" -Anordnung, auch "face-down"- oder 
45 "top-down "-Montage genannt, laBt sich nur aufgrund der 
sehr kleinen Lotvolumina gemaB der erfindungsgemaBen 
technischen Lehre realisieren. 

[0018] Ein Benetzen der Seitenwande des Chips tritt 
ebenso bei herkommlichen Klebeprozessen auf. Dies ist der 
50 Grund, warum es schwierig ist, einen Chip mit Hilfe eines 
Klebeverfahrens in Flip-Chir>Montage auf einen Lead- 
frame oder ein anderes elektrisch leitendes AnschluBteil 
aufzubringen. 

[0019] Speziell bei der Verwendung von herkommlichen 
55 mit Silberparukeln gefullten l^eitklebstoffen tritt auBerdem 
das Problem auf, daB Silberpartikel bei Feuchtigkeit in ei- 
nem elektrischen Feld relativ stark wandern. Dies ist vor al- 
lem bei Infrarot-Sensoren und -Strahiern, zu deren Betrieb 
hohe Spannungen notig sind, der Fall. Um diesem Problem 
60 zu begegnen, werden in diesen Fallen herkommlicherweise 
als leitfahiger Ftillstoff haufig Goldpartikel eingesetzt. 
[0020] Der Einsatz von Weichlot ist im Gegensatz dazu 
weitaus kostengunstiger. 

[0021] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausfiihrungsfor- 
65 men des erfindungsgemaBen Verfahrens und des optoelek- 
tronischen Bauelements sind in den Unteranspriichen ge- 
nannt. 

[0022] Weitere Vorteile und bevorzugte Ausfuhrungen des 
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erfindungsgemaBen Verfahrens und des optoelektronischen 
Bauelements ergeben sich aus den im folgenden in Verbin- 
dung mit den fig, 1 bis 8 naher erlauterten Ausfuhrungsbei- 
spielen. 

[0023] Es zeigen: 5 
[0024] Fig. 1 eine schematische Darsteilung eines opto- 
elektronischen Bauelements mit einem nach dem erfin- 
dungsgemaBen Verfahren montierten Chip, 
[0025] Fig, 2 eine schematische Darsteilung eines opto- 
elektronischen Bauelements mit einem nach dem erfin- 10 
dungsgemaBen Verfahren Flip-Chip-montierten Chip, 
[0026] Fig. 3 eine schematische Darsteilung eines opto- 
elektronischen Bauelements mit einem nach einem her- 
kdmmlichen Klebeverfahren Flip-Chip-montierten Chip, 
[0027] Fig. 4 eine schematische Darsteilung einer nach ei- L5 
nem erfindungsgemaBen Verfahren vorbereiteten Lotstelle, 
[0028] Fig. 5 ein FlieBschema zum Montageablauf eines 
ersten Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens, 

[0029] Fig. 6 ein FlieBschema zum Montageablauf eines 20 
zweiten Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens, 

[0030] Fig. 7 ein FlieBschema zum Montageablauf eines 
dritten Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens, und 25 
[0031] Fig. 8 ein FlieBschema zum Montageablauf eines 
vierten Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens. 

[0032] Das Ausfuhrungsbeispiei gemaB Fig. 1 weist einen 
mit einem Kunststoffgehausekorper 5 umpreBten oder um- 30 
spritzten Leadframe 2 auf (premolded package). In einer 
Aussparung 6 dieses Kunststoffgehausekdrpers 5, die von 
auBerhalb des Gehausegrundkorpers zum Leadframe 2 
fiihrt, ist ein LED-Chip 9 auf einem AnschluBteil 12 des me- 
tallischen Leadframes 2 mittels eines Weichlotes befestigt. 35 
[0033] Anstelle des Leadframes kann alternativ auch eine 
auf dem Kunststoffgehausekorper 5 aufgebrachte Metalli- 
sierungsschicht 22 vorgesehen sein, die einen AnschluBteil 
12 auf weist. Als weitere Alternative kann ein in den Kunst- 
stoffgehausekorper eingebetteter Kiihlkorper als AnschluB- 40 
teil dienen. Eine Lotschicht 3 zwischen dem LED-Chip 9 
und dem AnschluBteil 12 weist vorzugsweise eine Dicke 
zwischen 1 und 10 um auf. Besonders bevorzugt weist die 
Lotschicht eine Dicke zwischen 2 und 5 um auf. Das Weich- 
lot in diesem Ausfuhrungsbeispiei besteht im wesentlichen 45 
aus reinem Zinn oder aus einer Legierung, deren Hauptbe- 
standteil Zinn ist. Als Lotmaterial zum Weichloten kann bei- 
spielsweise auch eine Legierung, deren Stoffsystem ein Eu- 
tektikum aufweist, verwendet sein. Hierfur kommt AgSn, 
CuSn, PbSn oder InPb oder ein Gemisch oder eine Schich- 50 
tenfolge aus mindestens zwei dieser Legierungen in Frage. 
[0034] Das in Fig. 2 gezeigte zweite Ausfuhrungsbeispiei 
unterscheidet sich von dem gerade beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiei darin, daB der LED-Chip 9 in Flip-Chip-Mon- 
tage (siehe oben) auf einem AnschluBteil mittels eines 55 
Weichlotes befestigt ist. Das AnschluBteil ist in diesem Fall 
eine auf den Gchauscgrundkorper 5 aufgcdampfte Metalli- 
sierungsschicht 22, kann aber auch wie im erstgenannten 
Fall Teil eines Leadframes sein. Aufgrund der geringen Lot- 
dicke wird das Lot nicht unter dem Chip 9 hervorgedruckt, 60 
Die Gefahr eines Kurzschlusses der Epitaxieschichtenfolge 
ist stark verringert. 

[0035] Werden dagegen Lotschichten 3 mit sehr groBen 
Dicken aufgebracht, besteht, wie in Fig. 3 veranschaulicht, 
die Gefahr, daB das Lot unter dem auf den Leadframe 2 auf- 65 
gesetzten Chip 9 hervorgedruckt wird. Dieses Lot benetzt 
das AnschluBteil und die Seitenwande des Chips 9. Ist der 
Chip 9 als Flip-Chip mit der aktiven Seite 4 zum Leadframe 
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2 hin angeordnet, bewirkt das einen Meniskus 13 ausbil- 
dende Lot einen elektrischen KurzschluB vom AnschluBteil 
12 zum Chipsubstrat 1 des Chips 9 an der aktiven Epitaxie- 
schichtenfolge 4 vorbei. 

[0036] Fig. 4 zeigt eine besonders vorteilhafte Mogiich- 
keit fiir die Anordnung einer Lotschicht (3), die beim Lot- 
prozeB eine Legierung bildet, deren Stoffsystem ein Eutekti- 
kum aufweist. Dunne Schichten (23, 33) der Einzelkompo- 
nenten der Legierung sind abwechselnd zwischen Chip und 
AnschluBteil angeordnet. Die Schichten (23) bestehen bei- 
spielweise aus Zinn und die Schichten (33) aus Silber. 
[0037] Durch die kurzen Diffusionsslrecken zur jeweili- 
gen Nachbarschicht vermischen sich die einzelnen Metal le 
wahrend des Lbtprozesses untereinander und bilden eine 
Legierung. 

[0038] Bei dem in Fig. 5 schematisch dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiei handelt es sich um einen Montageablauf 
zum Weichloten eines LED-Chips in einem premolded pak- 
kage, wie es beispielsweise im Ausfuhrungsbeispiei gemaB 
Fig. 1 beschrieben ist. Es wird eine Lotschicht (beispiels- 
weise mit einer Dicke von 2 bis 5 um), die im wesentlichen 
aus Zinn oder einer Legierung besteht, deren Hauptbestand- 
teil Zinn ist, auf ein AnschluBteil aufgebracht. Das An- 
schluBteil kann beispielsweise ein Leadframe, ein in den 
Kunststoffgehausekorper eingebetteter Kuhlkorper oder 
eine auf einen Kunststoffgehausekorper aufgebrachte Me- 
tal lisierungsschicht sein. Nachfolgend wird auf das Lot 
FluBmittel gegeben und darauf der Chip plaziert. Danach 
durchlauft das premolded package bevorzugt bei 200 bis 
260°C einen Lotofen, in dem die Lotverbindung hergestellt 
wird. Nachfolgend durchlauft das premolded package eine 
Wascheinheit, in der die Riickstande, die vor allem durch 
das FluBmittel hervorgerufen werden, abgespult werden. 
[0039] Das FluBmittel ist notig, um die sich im Durchlauf- 
ofen bildende Oxidschicht auf Lot und Chip zu entfernen, 
bzw. um die Entstehung einer Oxidschicht zu verhindern. 
Um die Biidung einer Oxidschicht auf dem Lot zu verhin- 
dern, die die Qualitat der Lotverbindung stark verringern 
wiirde, kann auch vor dem Lotvorgang ein Goldfilm auf das 
Lot abgeschieden werden. 

[0040] Altemativ zur oben beschriebenen Verfahrens- 
weise kann die Lotschicht vor dem Herstellen des Kunst- 
stoffgehausekorpers auf den Leadframe aufgebracht wer- 
den. 

[0041] Der ProzeB gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiei, der in Fig. 6 schematisch dargestellt ist, unterscheidet 
sich von dem vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiei im wesentlichen dadurch, daB Lot in Form einer Lotpa- 
ste verwendet wird. Die Lotpaste kann nur auf dem An- 
schluBteil oder nur auf dem Halbleiterchip oder sowohl auf 
dem AnschluBteil als auch auf dem Halbleiterchip aufge- 
bracht werden. Ein LED-Chip wird auf die mit Lotpaste vor- 
bereitete Stelle des AnschluBteils innerhalb eines premolded 
package plaziert, bevor das Band den Lotofen durchlauft. 
[0042] Um die in der Lotpaste enthaltenen Chemikalien, 
wie FluBmittel, zu beseitigen, ist auch in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiei dem Lotofen eine Wascheinheit nachgeschal- 
tet. 

10043] Bei dem Verfahren gemaB dem Ausfuhrungsbei- 
spiei von Fig. 7 wird das Lot auf die Ruckseite eines LED- 
Chips durch Bedampfen aufgebracht. Es wird als Lotmate- 
rial eine Legierung verwendet, deren Stoffsystem ein Eutek- 
tikum aufweist. Diese Legierung kann AgSn, CuSn, PbSn, 
InPb oder ein Gemisch aus mindestens zwei dieser Legie- 
rungen sein. Es ist auch moglich, eine Schichtenfolge ein- 
zelner Legierungen oder einzeiner, diese Legierungen bil- 
denden Einzelmetalle zu verwenden. Der Chip wird auf ei- 
nem Leadframe innerhalb eines premolded package plaziert. 
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Im Gegensatz zu den vorhergehenden Ausfuhrungsbeispie- 
len werden Leadframe und Chip durch einen unter dem 
Leadframe Ijefindlichen Heiztisch aufgeheizt, urn das 
Weichlot zum Schmelzen zu bringcn. 

[0044] Hier wird ohne Verwendung eines FluBmittels ge- 5 
lotet. Daher ist dem Lotofen keine Wascheinheit nachge- 
schaltet. Man erhalt dadurch das gelotete Halbleiterbauele- 
ment 7 weitestgehend ohne Verunreinigungen auf besonders 
schonende Weise. 

[0045] Bei dem Verfahren gemaB dem Ausfuhrungsbei- 10 
spiel von Fig. 8 wind wie im vorhergehend beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispiel ein mit Lot bedampfter LED-Chip auf 
dem Leadframe innerhalb eines premolded package plaziert. 
Die Lotschicht weist nach dem Bedampfen eine Dicke zwi- 
schen 1 und 10 um, bevorzugt zwischen 1 und 5 um auf. Der 15 
Kunststoffgehausekorper kann durch Urnspritzen oder Um- 
pressen oder ein anderes Formgebungsverfahren an dem 
Leadframe hergestellt sein. In diesem Ausfuhrungsbeispiel 
wird auf der zu lotenden S telle auf dem Leadframe vorab 
FluBmittel aufgebracht. Das Band durchlauft einen Lotofen 20 
und nachfolgend eine Wascheinheit. Nach dem Lotvorgang 
betragt die Dicke der Lotschicht zwischen 0,1 und 10 um, 
bevorzugt zwischen 0,1 und 5 um. 

[0046] Bei samtlichen Ausfuhrungsbeispielen fur das er- 
findungsgemaBe Verfahren kann der LED-Chip auch in 25 
Flip-Chip-Montage auf dem AnschluBteil befestigt werden. 
Das Aufdampfen von Lot auf den LED-Chip muB dann 
selbstverstandlich nicht auf die Chipruckseite erfolgen, son- 
dern auf die aktive Epitaxieschichtenfolge des LED-Chips. 
[0047] AuBer fur den Einsatz bei einem strahlungsemittie- 30 
renden Halbleiterchip ist das erfindungsgemaBe Verfahren 
selbstverstandlich auch fur das Loten anderer Halbleiter- 
strukturen wie insbesondere von Infrarot-Sensoren und - 
Strahler, aber auch von Transistoren anwendbar. 

35 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Aufbringen eines Halbleiterchips (9) 
auf einem in oder an einem Kunststoffgehausekorper 
(5) angeordneten thermisch und/oder elektrisch leiten- 40 
den AnschluBteil (12, 2) dadurch gekennzeichnet, 
daB die Verbindung durch einen WeichlotprozeB herge- 
stellt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Kunststoffgehausekorper (5) mittels Um- 45 
formen, insbesondere Urnspritzen oder Umpressen, ei- 
nes Leadframes (2) hergestellt ist und das AnschluBteil 
(12) Bestandteil des Leadframes (2) ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das AnschluBteil (12) eine auf einen Kunst- 50 
stoffgehausekorper (5) aufgebrachte Mctallisierungs- 
schicht ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das AnschluBteil (12) ein in den Kunst- 
stoffgehausekorper (5) eingebetteter Kuhlkorper ist. 55 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen Halbleiterchip (9) 
und AnschluBteil (12, 2) eine Lotschicht (3) mit einer 
Dicke zwischen einschlieBlich 1 um und einschlieBlich 

10 um verwendet wird. 60 

6. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 
1-4, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Halblei- 
terchip (9) und AnschluBteil (12, 2) eine Lotschicht (3) 
mit einer Dicke zwischen einschlieBlich 2 um und ein- 
schlieBlich 5 um verwendet wird. 65 

7. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 
1-6, dadurch gekennzeichnet, daB der WeichlotprozeB 
bei einer Temperatur zwischen einschlieBlich 200°C 
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und einschlieBlich 260°C erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Lotmaterial im wesentli- 
chen reines Zinn oder eine Legierung verwendet wind, 
deren Hauptbestandteil Zinn ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Lotmaterial im wesentli- 
chen eine Legierung verwendet wird, deren Stoffsy- 
stem ein Eutektikum aufweist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Lotmaterial mindestens eine Legierung aus 
der Gruppe von Legierungen bestehend aus AgSn, 
CuSn, PbSn und InPb oder ein Gemisch oder eine 
Schichtenfolge aus mindestens zwei dieser Legierun- 
gen verwendet wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB Lotmaterial vor dem Loten 
auf den Chip (9) aufgebracht wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB Lotmaterial vor dem Loten 
auf das AnschluBteil (12, 2) aufgebracht wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 9 oder nach einem der 
Anspriiche 10 bis 12 unter Ruckbezug auf Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB Schichten aus verschie- 
denen Legierungsbestandteilen des Lotes auf den Halb- 
leiterchip (9) und/oder auf das AnschluBteil (12, 2) auf- 
gebracht werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf das Lotmaterial vor 
dem Loten ein Goldfilm abgeschieden wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiter-Chip (9) vor 
dem Loten mit FluBmittel auf dem AnschluBteil (12, 2) 
fixiert wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiter-Chip (9) vor 
dem Loten mit Lotpaste auf dem AnschluBteil (12, 2) 
fixiert wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB fiir den Lotvorgang ein 
Durchlaufofen verwendet wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB fur den Lotvorgang eine 
Heizplatte verwendet wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kunststoffgehausekor- 
per (5) nach dem Lotvorgang eine Wascheinheit durch- 
lauft. 

20. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) mit 
einem Strahlung emittierenden und/oder Strahlung 
empfangenden Halbleiter-Chip (9) auf einem in oder 
an einem Kunststoffgehausekorper (5) angeordneten 
thermisch und/oder elektrisch leitenden AnschluBteil 
(12), dadurch gekennzeichnet, daB eine Verbindungs- 
schicht zwischen Halbleiter-Chip (9) und AnschluBteil 
(12, 2) ein Weichlot aufweist. 

21. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB das An- 
schluBteil (12) Bestandteil eines Leadframes (2) ist, der 
mit dem Kunststoffgehausekorper (5) umformt, insbe- 
sondere umspritzt oder umpreBt, ist. 

22. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB das An- 
schluBteil (12) eine auf dem Kunststoffgehausekorper 
(5) aufgebrachte Metallisierungsschicht (22) ist. 

23. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB das An- 
schluBteil (12) ein in den Kunststoffgehausekorper (5) 
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eingebetteter Kuhlkorper ist. 

24. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
, einem der Anspruche 20 bis 23, dadurch gekennzeich- 
net, daB zwischen Halbleiterchip (9) und AnschluBteil 
(12, 2) eine Lotschicht (3) mit einer Dicke zwischen 5 
einschlieBlich 0,1 um und einschlieBlich 10 um vorge- 
sehen ist. 

25. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
einem der Anspruche 20 bis 23, dadurch gekennzeic h- 
net, daB zwischen Halbleiterchip (9) und AnschluBteil 10 
(12, 2) eine Lotschicht (3) mit einer Dicke zwischen 
einschlieBlich 0,1 um und einschlieBlich 5 um vorgese- 
hen ist. 

26. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
einem der Anspruche 19 bis 24, dadurch gekennzeich- 15 
net, daB als Lotmaterial (3) im wesentlichen reines 
Zinn oder eine Legierung verwendet ist, deren Haupt- 
bestandteil Zinn ist. 

27. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
einem der Anspruche 20 bis 25, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB als Lotmaterial im wesentlichen eine Legie- 
rung verwendet ist, deren Stoffsystem ein Eutektikum 
aufweist. 

28. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daB als Lotma- 25 
terial (3) im wesentlichen eine Legierung aus der 
Gruppe bestehend aus AgSn, CuSn, PbSn und InPb 
oder ein Gemisch oder eine Schichtenfolge aus minde- 
stens zwei dieser Legierungen verwendet ist. 

29. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 30 
einem der Anspruche 20 bis 28, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterchip in Flip-Chip-Montage auf 
dem AnschluBteil befestigt ist, sodaB eine aktive Epita- 
xieschichtenfolge (4) dem AnschluBteil (12) zuge- 
wandt ist. 35 

30. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (7) nach 
Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 
der Epitaxieschichtenfolge (4) und dem AnschluBteil 
lediglich noch die Lotschicht und eine Kontaktschicht, 
insbesondere eine Kontaktmetallisierung der Epitaxie- 40 
schichtenfolge vorhanden ist. 

31. Verfahren zum Herstellen eines optoelektroni- 
schen Bauelements nach Anspruch 29 oder 30, gekenn- 
zeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen der Epitaxieschichtenfolge (4) auf 45 
einem Substratwafer, 

b) Herstellen der Kontaktschicht, 

c) Vereinzeln des in den Schritten a) und b) her- 
gestellten Wafers zu einzelnen Halbleiterchips 
und 50 

d) Befestigen des Chips auf dem AnschluBteil im 
Kunststoffgehause mittels Weichloten. 
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Fig, 



Aufbringen eines Lotspots 
auf das AnschluBteil 



Auflragen von Fluftmittel 
auf Lotspot 



I 



Plazieren des Chips auf 
Lotspot mit FluBmittel 



i 



Durchlaufen des An- 
schlufcteils durch den Ofen: 
Ldtschritt 



Durchlaufen des Leadfra- 
rnes durch Wascheinheit 



Fig. 



Aufbringen von Lotpaste 
auf den Leadframe 



T 



Plazieren des Chips auf die 
Lotpaste 

i 



Durchlaufen des Leadfra- 
mes durch den Ofen: 
Ldtschritt 



Durchlaufen des Leadfra- 
mes durch Wascheinheit 



Fig. 7 



Aufdampfen von Lot auf 
den Chip 



T 



Plazieren des Chips auf 
dem Leadframe 



Beheizen des Leadframes 
von unten durch Heiztisch 



Fig. 8 



Aufdampfen von Lot auf 
den Chip 



Aufbringen von FluRmittel 
auf das Lot 



Plazieren des Chips auf 
dem Leadframe 



Durchlaufen des Leadfra- 
mes durch den Ofen: Lot- 
schritt 



Durchlaufen des Leadfra- 
mes durch Wascheinheit 
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